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These préparée dans le laboratoire IMEP LAHC, sous la direction conjointe de Mr Bernard Fléchet.
RESUME DE THESE (en 10 lignes maximum)

Les limitations des circuits 2D traditionnels ont récemment poussé les industriels a envisager des évolutions
technologiques disruptives surpassant les performances des composants suivant la loi de Moore. Ainsi, I’approche
« More Moore » propose de rassembler plusieurs fonctions réalisées dans le méme nceud technologique et
pérennise I’augmentation de densité d’intégration. Une autre alternative dite « More Than Moore » consiste a
assembler des composants hétérogenes issus de technologies matures. L’intégration 3D se situe a mi-chemin entre
ces deux approches, entre les SiP (systémes en boitiers) et les SoC (systémes sur puces). Nouveau paradigme en
microélectronique, on attend de cette technologie qu’elle surpasse et améliore considérablement les performances
des circuits actuels et ouvre de nouvelles perspectives en terme d’intégration hétérogene. Le TSV (Through Silicon
Via), courte interconnexion verticale, est le cceur des empilements 3D et doit véhiculer entre les différentes strates
toute sorte de signaux. Appréhender ses performances électriques et modéliser son comportement en fonction de la
fréquence et des paramétres technologiques sont deux aspects incontournables pour tirer le meilleur de I’intégration
3D. Basé sur les caractérisations en fréquence et des simulations électromagnétiques, ce travail de thése propose
une méthodologie générique aboutissant a un modéle électrique équivalent de tout type de TSV. Une application
concréte sur des TSV haute densité démontre la puissance du modéle en terme d’optimisations technologiques, de
recommandations au niveau du design, et d’évaluation de I’impact des vias sur le fonctionnement de circuit CMOS.
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